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SOBRE SUBSTRADOS DE Si(1 0 0) E GaAs(1 0 0)
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Bom material termoelétrico;
Alto potencial zT (dependente do coeficiente Seebeck, condutividade elétrica 
e térmica e temperatura);
Alta condutividade elétrica.
Baixa condutividade térmica.

Objetivos
Objetiva-se sistematizar o crescimento de filmes finos de telurato de bismuto sobre
substratos de silício e arseneto de gálio (GaAs). A partir do crescimento de diversas amostras, observou que: o crescimento de Bi2Te3 possui um comportamento

dependente da temperatura do substrato indicando ter influência na estequiometria da fase do telureto de bis‐
muto; existe uma região para a temperatura de substrato de estabilidade na taxa de deposição e estequiometria
da fase (200°C e 260°C); existe uma região em que a taxa de deposição aumenta (< 200°C) e outra em que a taxa de
deposição cai drasticamente (> 260°C) indicando obter fases diferentes do telureto de bismuto. Por meio dos
resultados obtidos até o momento, deve‐se utilizar a região de estabilidade para a taxa de deposição do telureto
de bismuto para o crescimento de filmes finos a fim de alcançar a fase Bi2Te3 em diferentes substratos. Para isso,
os crescimentos devem ser realizados com uma oferta extra de telúrio, a qual será ajustada para atingir a fase
desejada. 
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Figura 1: Medida de AFM de Bi2Te3 sobre GaAs
(1 0 0). Fonte:[3]

Figura 2: Medida de ARPES de Bi2Te3 sobre GaAs
(1 0 0). Fonte:[3]

Figura 3: Medida de DRX de Bi2Te3 sobre GaAs (1
0 0). Fonte: [3]

Ilustração de um sistema de MBE para
crescimento de filmes finos. Fonte: Adaptado de

INFORMATION, L. P. Global Molecular Beam
Epitaxy (MBE) Market Expected to Witness.
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Figura 5:a‐b) Ilustração do processo de crescimento ao fixar o substrato no porta‐amostra. (c) Resultado da medida da
espessura utilizando a interface filme fino/substrato gerado pela garra do porta‐amostra. (d) Cálculo do ajuste para estimar a

espessura do filme crescido. Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 6: Gráfico da taxa de crescimento telureto
de bismuto sobre substratos de Si(100) em

função da temperatura do substrato.

Figura 7: Gráfico da taxa de crescimento telureto
de bismuto sobre substratos de Si(100) em

função da temperatura do substrato.

Figura 8: Gráfico da taxa de crescimento telureto
de bismuto sobre substratos de Si(100) em

função da temperatura do substrato.

Figura 9: Gráfico da taxa de crescimento telureto
de bismuto sobre substratos de Si(100) em

função da temperatura do substrato.Tabela 1: Tabela da razão Te/Bi e temperatura do substrato para
amostras de telureto de bismuto sobre Si(100)


